BFY19

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: ITT

- mintzs
§ é[‘ Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n w obu-
S dowie metalowej TO-18, kolektor potaczony z obudowa,
o . ciezar okoto 0,45 G
§ % Zastosowanie: wzmacniacze posredniej czestotliwosci
& Typy podobne: BSX48, BCYS58 (Siem), SF132 (RFT)
Rys. 1-597. BFY19
WartoSci charakterystyczne®’
min typ max
Icpo 0,3 10 nA przy Ucg =9 V
Icko 0,4 40 nA przy U =9 V
Igpo 25 20 nA przy Ugg=1,5V
Ucksar 85 140 mV przy Ic = 20 pA, Iz = 2,5 uA
Ucksar 100 140 | mV przy Ic = 0,1 mA, Iz = 8 pA
Ucksar 170 270 mV przy I = 1 mA, Iy = 40 pA
Ucksat 1,3 2 A% przy I = 10 mA, Iy = 330 pA
UcEsar 4,8 8 v przy I = 30 mA, Iz = 1,2 mA
Uggsat 0,56 0,58 \'% przy Ic = 20 pA, Iy = 2,5 pA
Upgsar 0,60 0,61 \% przy I = 0,1 mA, Iz =8 pA
Uggsar 0,67 0,69 \" przy I =1 mA, Iz = 40 pA
UgEsar 0,78 0,86 \% przy Ic = 10 mA, Iz = 330 pA
Uggsar 0,86 1 v przy Ic = 30 mA, Iz = 1,2 mA
hyig 50 100 przy Ucg =9 V, Ic;= 10 mA
Casp 4 pF przy Ucg =6V, I =0
fr 300 400 MHz | przy Ucg =9 V, I = 10 mA
Nate 35 200 przy Ucg =9 V, Ic'=10 mA, f= 1 kHz
F 7 13 dB przy Ucg =2V, I = 0,5 mA
R; =600 Q, f=1 kHz
Gpe 26 dB przy I = 7,2 mA
Yiie 44 j4,45 mS
Vize —0,05—j 0,4 mS _ _ _
ar AT.5— 44.5 mS przy Ucg =9 V, I =5 mA, f= 40 MHz
Vaze 0,46+j 1,15 mS

b ¢ = 25°C




BFY19

Warto$ci graniczne
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Rys. 1-598. Uklad wzmacniacza posredniej czestotliwosci przy f = 35 MHz
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Rys. 1-599. Charakterystyki wyjiciowe
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Rys. 1-601. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-600. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-602. Zalezno$¢ napiecia nasycenia od

pradu kolektora
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Rys. 1-603. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek- Rys. 1-604. Zalezno$¢ napieciowa pojemnosci
tora od temperatury ziacza wyj$ciowej w ukladzie OB
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Rys. 1-605. Zalezno$¢ admitancji wejsciowej Rys. 1-606. Zalezno$¢ admitancji zwrotnej

w ukladzie OE w ukladzie OE
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Rys. 1-607. Zaleznos$¢ admitancji przejsciowej Rys. 1-608. Zalezno$¢ admitancji wyjSciowej
w uktadzie OE w ukladzie OE
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Rys. 1-609. Zaleznos¢ stalej czasu od napiecia
kolektor-baza



